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第 3 章では、 Sc-OIW (100) エミッターの表面原子配列に関する知見を得ることを目的として、エミッター動作温
度における LEED 観察を行うために試作した加熱試料ホルダーについて述べている。さらに、試作した加熱試料ホル
ダーを用いて、室温と動作温度での Sc-OIW (100) 表面のキャラクタリゼーションを行った結果について述べている。
第 4 章では、 Sc-OIW (100) 系の表面特性の加熱処理温度依存'性を調べた結果について述べている。
第 5 章では、 Sc-OIW (100) 表面の仕事関数に関する知見を得るために、高温での AES、 LEED に加え、仕事関
数測定を行うために試作した加熱試料ホルダーについて述べている。特に高温での LEED、仕事関数測定に差分計測
法を取り入れ、エミッター動作温度 1500K における AES、 LEED、佐事関数測定に成功した結果について述べてい
る。さらに、試作した試料ホルダーを用いて、高温での Sc-OIW (100) 表面のキャラクタリゼーションの結果につい
て述べ、得られた知見から Sc-OIW (100) エミッターの実用化への提案を行っている。
第 6 章では、高温での Sc 原子の電子線誘起表面偏析が観察された結果について述べている。 AES 測定から決定し










(1)エミッター動作温度である 1500K において、 AES、 LEED、仕事関数測定による Sc-OIW (100) 表面のキャラク
タリゼーションを行うために、加熱試料ホルダーを開発し、さらに差分計測法を取り入れた新たな高温計測技術を
開発している。
(2)1500 K での加熱処理後の Sc-OIW (100) 表面は仕事関数が高く、これは主に表面に存在する酸素によるものであ
り、優れた電子放出特'性の再現性が低い理由の一つであることを明らかにしている。
(3)1700 K での加熱処理により、再現性良く低仕事関数を示す Sc-OIW (100) 表面が得られることを明らかにしてい
る。さらにこの表面は、動作温度 1500 K においても特性が保持されており、しかも非常に安定であることを明ら
かにしている。
(4)成果(2)及び(3)から、 Sc-OIW (100) エミッターは、 1700K での前処理をした後に 1500K で動作させることにより、
再現性のある優れた電子放出特性が得られると提案している。
(5)Sc-OIW {100) 表面は、室温と 1500 K で同じ特性を示すことからーショットキーエミッターだけでなく、電界放
出型エミッターとしての応用も可能であることを提案している。
以上のように、本論文は、応用物理学、特にエミッターを含めた高温表面物性研究の今後の発展に寄与するところ
が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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